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GE-steg — Gemensam emitter
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Superposition — Separera likstrom och signal

Al
Cq
o | -
+ 1
wn ]
o &

Cy, C,, C stora
= kortslutning

signal =

Sighalschema

E kortsluten

. —O=

Lin "
o—=>—o—9
+
un gy[] R[] Ro[[ v [

Likstromsschema

Cyy, Cy, C
avbrott

ingen signal

Anal%zs" R:,'zz,LG,REJ E,B kanc‘d.. Bcsti_m IC&) UCEQ‘

Syntes: Loq, Ueq gvna. Bestam Ry, Ry, B e
" Eoch B kan ev. vara gvra eler bekiva bestimmas

Av intresse: Férsta':rkm'ng F= %‘%
Iblam(frekm_swam //(w).‘
Inc\mpeoéaﬂ—s Zin= u'z"/"c'n
Ut&mpedans v -

LINKOPINGS
II." UNIVERSITET

TSTEOQS Elektronik & matteknik - Foreldsning 13
2017-11-06 3




GE-steg — Likstromsanalys 1
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GE-steg — Likstromsanalys 2a

Figur 4.7
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GE-steg — Likstromsanalys 2b
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GE-steg — Likstromsanalys 2c
— sammanstallning
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Var bor arbetspunkten vara?

Arbetspunkten mitt pa den Arbetspunkten inte mitt pa den
signalmassiga arbetslinjen signalmassiga arbetslinjen
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Inlamningsuppgift 5

FOrutsattningar:

* Storre variation bland uppgifterna
jamfort med uppgift 1 och 2.

* 1-3 kaskadkopplade forstarkarsteg.
* Upp till 5 transistorer.

* Bade bipolartransistorer och
falteffekttransistorer.

* Alla kapacitanser ar stora.

Deluppgifter:

a) Arbetspunktsberakning.

b) Forstarkningsberakning.
Beddmning:

* Mer tillmotesgaende kommentarer.

INLAMNINGSUPPGIFT 5.1126

Betrakta nedanstédende forstirkare, ddr det forsta steget inehaller ett
sa kallat Darlingtonpar av transistorer. Darlingtonkopplingen ger
bland annat hog inimpedans och hog stromférstarkning.

Den hér anvinda kopplingen, didr Ry dterkopplar signalen fran
utgdng till ingdng, ger stérre bandbredd &n om aterkoppling inte
anvands.

Rc=4kQ, Rg=1kQ, R;=1 MQ, Ry=22 MQ, R;=50 Q, E=12V
Filteffekttransistorns parametrar:
Up=—3,5 V, IDSS=12mA.
Brantheten 4 mS och utadmittansen 10 pS. Z; = .
. : ) R : ( uGS)2
For FET-transistorn géller vidare: ip=Ipgg -3
P

Bipolartransistorernas parametrar:

Inimpedans 2 kQ, aterkopplingsforhallande 2:107%,
strﬁmfdrstérkpingsfaktor 100 och utadmittans 50 uS. B=100.

a) Berdkna Rp och Rg sd att FET-transistorn far arbetspunkten
IDQ=3 II].A, UDSQ=5 V.

b Rita ett ekvivalent sméasignalschema for férstdrkaren dar
falteffekttransistorns utadmittans samt bipolartransistorernas
aterkopplingsférhdllande och utadmittans férsummas.
Kapacitanserna ér stora.

Beridkna dérefter utspanningen u,,(t) om w,(t)=sin(10%) [mV].

Eventuella approximationer skall noggrant motiveras.

Ledning: OBS! Ry dr mycket stor.
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INLAMNINGSUPPGIFT 5.1126

Betrakta nedanstdende forstidrkare, dir det forsta steget inehaller ett
sa kallat Darlingtonpar av transistorer. Darlingtonkopplingen ger
bland annat hég inimpedans och hég strémforstarkning.

Den hér anvidnda kopplingen, dir Ry dterkopplar signalen frén

utgang till ingdng, ger storre bandbredd &n om &terkoppling inte
anvands.
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INLAMNINGSUPPGIFT 5.1126

Falteffekttransistorns parametrar:
Up=~3,5 V, IDSS=12mA.
Brantheten 4 mS och utadmittansen 10 uS. Z; = co.

. e (1.%6s)?
Fér FET-transistorn géller vidare: ip=Ipgg\ 1- U
P

Bipolartransistorernas parametrar:

Inimpedans 2 kQ, aterkopplingsférhallande 2-107%,
stromforstdrkningsfaktor 100 och utadmittans 50 uS. B=100.
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INLAMNINGSUPPGIFT 5.1126
Ro=4 k@, Rg=1kQ, R;=1 MQ, R3=22 MQ, R, = 50 Q, E=12 V

a) Berdkna Rp och Rg sé att FET-transistorn far arbetspunkten
IDQ=3 mA, UDSQ=5 V.
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INLAMNINGSUPPGIFT 5.1126

b Rita ett ekvivalent sméasignalschema for forstdrkaren dir
falteffekttransistorns utadmittans samt bipolartransistorernas
aterkopplingsforhdllande och utadmittans forsummas.
Kapacitanserna &r stora.

Berdkna dérefter utspénningen u,,(t) om u (t)=sin(10%) [mV].

Eventuella approximationer skall noggrant motiveras.

Ledning: OBS! R, 4r mycket stor.
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h-parametrar
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